
Motivation
Die Halbleiterfamilie der Nitride bildet mittlerweile 
nicht nur die Grundlage für optoelektronische Bau­
elemente im blau-grünen Spektralbereich und für 
Weißlicht-LEDs, sondern auch für die Leistungs- und 
Hochfrequenzelektronik. Neue Anwendungen mit 
einem großen Marktpotenzial wie mikroLED-Displays 
für Augmented Reality-Brillen zeichnen sich ab und 
erfordern zukünftig die bisher nicht realisierte Integrati­
on photonischer Komponenten auf einem Chip. Eine 
vollständige Integration photonischer Komponenten 
auf einem Chip würde das Feld immens befruchten und 
viele weitere Anwendungen ermöglichen.

Ziele und Vorgehen
Das Gesamtziel des Vorhabens ist die Entwicklung von 
hochintegrierbaren photonischen Chips (PIC) auf der 
Basis von porösen Galliumnitrid (porGaN)-Strukturen in 
Galliumnitrid (GaN). Dies wäre ein disruptiver Ansatz 
zur dreidimensionalen Lichtleitung auf kleinsten Längen­
skalen. Für die Umsetzung müssen entsprechende, 
neuartige Ätz- und Strukturierungsmethoden erforscht 
werden, die in Kombination mit exakter Ionenimplan­
tation in die Ausgangsschichten notwendig sind, um 
porGaN-Strukturen in GaN in hoher Qualität erzeugen 
zu können.

Innovation und Perspektiven
Mit porGaN-PICs sollen erste Demonstrationsaufbauten 
im Labor realisiert werden, die äußerst attraktive 
Verwertungsszenarien adressieren. Diese umfassen die 
präzise Lichtleitung in Ionenfallen für das Quanten­
computing, sowie Matrix-Strukturen für Photonic 
Neuromorphic Computing und die Entwicklung  
eines Simulations-Frameworks, das als Basis für das  
Design von porGaN-Wellenleitern dienen kann.
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